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摘 要

鑽石具有許多優異的特性，包括電子特性方面，因此在鑽石薄膜電子元件的應用上，如高功率、高頻及高溫操作的電子元

件有很大的潛力。為了能更正確且有效的應用優異的鑽石的特性，瞭解其傳導機制及狀態分佈有其必要性。 有鑑於此，本

論文主要內容經由探討鑽石薄膜在高溫及低溫的電性量測，分析電流改變的成因，進而推測其傳導機制及狀態的分佈狀況

，以作為後續研究及改進製程的參考。 關鍵字：鑽石薄膜、傳導機制、狀態分佈

關鍵詞 : 鑽石薄膜 ; 傳導機制 ; 狀態分佈
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